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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電型の半導体基板と、
　第２導電型の第１不純物拡散領域と、
　第１導電型の第２不純物拡散領域と、
　第２導電型の第３不純物拡散領域と、
　第２導電型の第４不純物拡散領域と、
　第１コンタクトと、
　第１の電源と、
　第１のゲートと、を含み、
　前記第１不純物拡散領域は、前記半導体基板内に設けられ、
　前記第２不純物拡散領域は、前記第１不純物拡散領域内に設けられ、
　前記第３不純物拡散領域は、前記第２不純物拡散領域内に設けられ、
　前記第４不純物拡散領域の第１の部分は、前記第２不純物拡散領域内に、前記第３不純
物拡散領域に離間して設けられ、前記第４不純物拡散領域の第２の部分は、前記第１不純
物拡散領域の第３の部分の前記半導体基板の表面側に設けられ、
　前記第１の部分と前記第２の部分が連続し、
　前記第１コンタクトは、前記第２の部分に接するように設けられ、
　前記第１コンタクトと前記第３の部分とが平面視において重なり、
　前記第１の電源は前記第３不純物拡散領域に接続され、
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　前記第１ゲートは、前記第４不純物拡散領域と前記第３不純物拡散領域との間の前記第
２不純物拡散領域の上方に設けられ、
　前記第１ゲートはＧＮＤに接続され、
　前記第１ゲートの一部が、前記第４不純物拡散領域に平面視で重なっていることを特徴
とする半導体装置。
【請求項２】
　前記第１ゲートの一部が、前記第３不純物拡散領域に平面視で重なっていることを特徴
とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第４不純物拡散領域の前記半導体基板の表面側に、第２導電型の第６不純物拡散領
域が設けられ、
　前記第６不純物拡散領域の不純物濃度は、前記第４不純物拡散領域の不純物濃度より高
いことを特徴とする請求項１又は２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第６不純物拡散領域の表面にはシリサイド層が設けられていることを特徴とする請
求項３記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第１コンタクトと、前記第３の部分との間で前記第２不純物拡散領域を挟むことが
できる前記第１不純物拡散領域の所定の領域とが、第１の配線で接続されていることを特
徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　第１導電型の半導体基板と、
　前記半導体基板内に設けられた第２導電型の第１不純物拡散領域と、
　前記第１不純物拡散領域内に設けられた第１導電型の第２不純物拡散領域と、
　前記第２不純物拡散領域内に設けられた第２導電型の第３不純物拡散領域と、
　第２導電型の第４不純物拡散領域と、
　前記第２不純物拡散領域内に設けられた第２導電型の第５不純物拡散領域と、
　第１コンタクトと、
　第１の電源と、
　前記第４不純物拡散領域と前記第３不純物拡散領域との間の前記第２不純物拡散領域の
上方に設けられた第１のゲートと、
　前記第４不純物拡散領域と前記第５不純物拡散領域との間の前記第２不純物拡散領域の
上方に設けられた第２のゲートと、
　を含み、
　前記第２不純物拡散領域は、平面視において、前記第１不純物拡散領域の第１の領域に
囲まれると共に前記第１不純物拡散領域の第２の領域を囲むように配置され、
　前記第３不純物拡散領域及び前記第５不純物拡散領域は、平面視において、前記第２の
領域が間に位置するように配置され、
　前記第４不純物拡散領域は、平面視において、前記第３不純物拡散領域と前記第５不純
物拡散領域との間に配置され、
　前記第４不純物拡散領域は、第１部分と、第２部分と、第３部分とからなり、前記第２
部分は前記第２の領域に配置され、前記第１部分は前記第２不純物拡散領域の前記第３不
純物拡散領域側に前記第３不純物拡散領域に離間して配置され、前記第３部分は前記第２
不純物拡散領域の前記第５不純物拡散領域側に前記第５不純物拡散領域に離間して配置さ
れ、
　前記第１部分と、前記第２部分と、前記第３部分が連続し、
　前記第１コンタクトは、前記第２部分に接するように設けられ、
　前記第１の電源は前記第３不純物拡散領域および前記第５不純物拡散領域に接続され、
　前記第１ゲートおよび前記第２ゲートはＧＮＤに接続され、
　前記第１ゲートの一部および前記第２ゲートの一部が、前記第４不純物拡散領域に平面
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視で重なっていることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　前記第１コンタクトと前記第１不純物拡散領域の所定の領域とが第１の配線で接続され
ていることを特徴とする請求項６に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、特に静電気等を要因とするサージ電流から回路を保護す
る構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、様々な素子を形成して半導体装置が形成されてきた。その中のひとつとして、デ
ジタル回路とアナログ回路を混在させた半導体装置がある。デジタル回路部分は、閾値と
呼ばれるハイレベルとローレベルとの境目となる電圧レベルに対し取り扱う信号の電圧レ
ベルが電圧の変化範囲の両端に近いレベルとなることから、信号値を取り間違える可能性
は低く、閾値から外れたところの電圧レベルの取り扱いはアナログ信号に比べてシビアで
はないという利点がある。デジタル回路の多くは基準となる動作クロック信号の切替わり
タイミングでの信号の電圧レベルにより信号のレベルが確定されることから、該動作クロ
ック信号の切替わりタイミング以外のときの電圧レベルの乱れは、デジタル回路の処理結
果に対して影響を与えない場合が多い。これに対して、アナログ回路部分では、取り扱う
信号の電圧レベルを正確に検出し伝達及び処理を行うことが重要であり、信号電圧の乱れ
は処理結果に大きな影響を与えることになる。
【０００３】
　信号電圧の乱れは様々なノイズの影響により発生する。半導体装置外部から与えられる
ノイズなどは、半導体装置自体の所謂シールド性を高めることで内部素子への影響を低減
することができる場合がある。しかしながら、ノイズには半導体素子内部で発生するもの
もある。たとえば、デジタル素子はハイレベルからローレベルへのスイッチング並びにロ
ーレベルからハイレベルへのスイッチングにおいてノイズが発生する。このようなスイッ
チングノイズはデジタル回路においては誤動作に繋がらなくても、アナログ回路の処理に
おいては大きな影響を与えることになる。このような問題に対応するために、半導体装置
内でデジタル素子とアナログ素子とを分離するトリプルウェルと呼ばれる構造がとられる
場合がある。
【０００４】
　しかしながら、他の構造と同様に、トリプルウェルの構造においてもＥＳＤ（静電気放
電）などによるサージ電流が要因となって内部素子が破壊される問題がある。サージ電流
に対する対応としては、例えば特許文献１に記載されている方法がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－１３５７３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　サージによる注入電荷を、半導体基板に設けた複数の不純物拡散領域からなる素子を介
して、ＧＮＤ等の所望の領域に放電させるためには、不純物拡散領域の配置および電位の
制御が重要となる。特にサージによる注入電荷が、外部端子、配線、コンタクトを経由し
て半導体基板に到達する不純物領域においては、周辺の領域との境界における電位差が拡
大し、静電破壊に至る場合がある。静電破壊は、コンタクトの直下の境界において特に発
生しやすい。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明は、上述した問題若しくは課題の少なくともひとつを解決するためになされたも
のであり、以下の適用例若しくは実施形態として実現することが可能である。
【０００８】
　［適用例１］
　本適用例にかかる半導体装置は、第１導電型の半導体基板と、第２導電型の第１不純物
拡散領域と、第１導電型の第２不純物拡散領域と、第２導電型の第３不純物拡散領域と、
第２導電型の第４不純物拡散領域と、第１コンタクトと、第１の電源と、を含み、前記第
１不純物拡散領域は、前記半導体基板内に設けられ、前記第２不純物拡散領域は、前記第
１不純物拡散領域内に設けられ、前記第３不純物拡散領域は、前記第２不純物拡散領域内
に設けられ、前記第４不純物拡散領域の第１の部分は、前記第２不純物拡散領域内に、前
記第３不純物拡散領域に離間して設けられ、前記第４不純物拡散領域の第２の部分は、前
記第１不純物拡散領域の第３の部分の前記半導体基板の表面側に設けられ、前記第１の部
分と前記第２の部分が連続し、前記第１コンタクトは、前記第２の部分に接するように設
けられ、前記第１コンタクトと前記第３の部分とが平面視において重なり、前記第１の電
源は前記第３不純物拡散領域に接続されていることを特徴とする。尚、本明細書において
、「離間」というのは、接することなく適切な距離を保っていることを言う。
【０００９】
　この構成によれば、第１導電型の半導体基板と、第２導電型の第１不純物拡散領域と、
第１導電型の第２不純物拡散領域と、第２導電型の第３不純物拡散領域と、第２導電型の
第４不純物拡散領域と、第１コンタクトと、第１の電源と、を含み、前記第１不純物拡散
領域は、前記半導体基板内に設けられ、前記第２不純物拡散領域は、前記第１不純物拡散
領域内に設けられ、前記第３不純物拡散領域は、前記第２不純物拡散領域内に設けられ、
前記第４不純物拡散領域の第１の部分は、前記第２不純物拡散領域内に、前記第３不純物
拡散領域に離間して設けられ、前記第４不純物拡散領域の第２の部分は、第１不純物拡散
領域の第３の部分の前記半導体基板の表面側に設けられ、前記第１の部分と前記第２の部
分が連続し、前記第１コンタクトは、前記第２の部分に接するように設けられ、前記第１
コンタクトと前記第３の部分とが平面視において重なり、前記第１の電源は前記第３不純
物拡散領域に接続されていることで、第１コンタクトに進入したサージ電流による第４不
純物拡散領域の破壊若しくは第４不純物拡散領域の周辺領域における破壊を低減すること
ができる。特に、第１コンタクト直下の第４不純物拡散領域と他の領域とが接している領
域における破壊を防止することができる。
【００１０】
　従来のトリプルウェル構造の半導体装置は、第１導電型の半導体基板を用いる場合には
、コンタクトが接続された第２導電型の不純物拡散領域の下には第１導電型の不純物拡散
領域が形成され、当該第１導電型の不純物拡散領域の下には第２導電型の不純物拡散領域
が形成されている。即ち、コンタクトの下の層は、当該コンタクト側から見て第２導電型
の層、第１導電型の層、第２導電型の層及び第１導電型の層（基板）の順に層が存在する
。この場合、コンタクトにサージ電流が進入するとコンタクトが接続された第２導電型の
層と、導電型の異なる当該層直下の第１導電型の層との間の界面において破壊が起こりや
すい。
【００１１】
　これに対して本発明にかかる半導体装置は、第１コンタクトが接続された第２導電型の
第４不純物拡散領域の下が第２導電型の第１不純物拡散領域であり、同一の導電型となる
ことから第４不純物拡散領域との第１不純物拡散領域との境界における破壊が起こりにく
くなる。また、この第１不純物拡散領域は、例えば、アナログ素子とデジタル素子との間
における素子分離の機能を有する層であり、半導体装置を平面視した場合における第１不
純物拡散領域の面積の広さは上述した他の不純物拡散領域の面積の広さよりも大きくなり
、第１不純物拡散領域と半導体基板との間の境界におけるサージ電流の影響は第４不純物
拡散領域の境界における影響より小さいと考えられる。
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【００１２】
　第２導電型の第３不純物拡散領域には第１の電源が接続されている。第１の電源とは、
例えばＧＮＤでよい。また、第４不純物拡散領域の第１の部分と第３不純物拡散領域との
間にゲートコントロールドダイオード（ＧＣＤ）などを設けることで、第４不純物拡散領
域と第３不純物拡散領域との間の障壁を適切に制御することができる。
【００１３】
　［適用例２］
　上記適用例にかかる半導体装置において、前記第１コンタクトと、前記第３の部分との
間で前記第２不純物拡散領域を挟むことができる前記第１不純物拡散領域の所定の領域と
が、第１の配線で接続されていることが好ましい。
【００１４】
　この構成によれば、第１コンタクトと、第３の部分との間で第２不純物拡散領域を挟む
ことができる第１不純物拡散領域の所定の領域とが第１の配線で接続されることで、サー
ジ電圧による電圧が、主に素子が形成されることになる第２不純物拡散領域を挟んで広く
第１不純物拡散領域にかかることにより第１不純物拡散領域内における電位差の発生を低
減できることで、第１の電源へのルート以外でのサージ電流の流れを抑制でき、サージ電
流による破壊を低減することができる。
【００１５】
　［適用例３］
　本適用例にかかる半導体装置は、第１導電型の半導体基板と、前記半導体基板内に設け
られた第２導電型の第１不純物拡散領域と、前記第１不純物拡散領域内に設けられた第１
導電型の第２不純物拡散領域と、前記第２不純物拡散領域内に設けられた第２導電型の第
３不純物拡散領域と、第２導電型の第４不純物拡散領域と、前記第２不純物拡散領域内に
設けられた第２導電型の第５不純物拡散領域と、第１コンタクトと、第１の電源と、を含
み、前記第２不純物拡散領域は、平面視において、前記第１不純物拡散領域の第１の領域
に囲まれると共に前記第１不純物拡散領域の第２の領域を囲むように配置され、前記第３
不純物拡散領域及び前記第５不純物拡散領域は、平面視において、前記第２の領域が間に
位置するように配置され、前記第４不純物拡散領域は、平面視において、前記第３不純物
拡散領域と前記第５不純物拡散領域との間に配置され、前記第４不純物拡散領域は、第１
部分と、第２部分と、第３部分とからなり、前記第２部分は前記第２の領域に配置され、
前記第１部分は前記第２不純物拡散領域の前記第３不純物拡散領域側に前記第３不純物拡
散領域に離間して配置され、前記第３部分は前記第２不純物拡散領域の前記第５不純物拡
散領域側に前記第５不純物拡散領域に離間して配置され、前記第１部分と、前記第２部分
と、前記第３部分が連続し、前記第１コンタクトは、前記第２部分に接するように設けら
れ、前記第１の電源は前記第３不純物拡散領域および前記第５不純物拡散領域に接続され
ていることを特徴とする。
【００１６】
　この構成によれば、本発明にかかる半導体装置が、第１導電型の半導体基板と、前記半
導体基板内に設けられた第２導電型の第１不純物拡散領域と、前記第１不純物拡散領域内
に設けられた第１導電型の第２不純物拡散領域と、前記第２不純物拡散領域内に設けられ
た第２導電型の第３不純物拡散領域と、第２導電型の第４不純物拡散領域と、前記第２不
純物拡散領域内に設けられた第２導電型の第５不純物拡散領域と、第１コンタクトと、第
１の電源と、を含み、前記第２不純物拡散領域は、平面視において、前記第１不純物拡散
領域の第１の領域に囲まれると共に前記第１不純物拡散領域の第２の領域を囲むように配
置され、前記第３不純物拡散領域及び前記第５不純物拡散領域は、平面視において、前記
第２の領域が間に位置するように配置され、前記第４不純物拡散領域は、平面視において
、前記第３不純物拡散領域と前記第５不純物拡散領域との間に配置され、前記第４不純物
拡散領域は、第１部分と、第２部分と、第３部分とからなり、前記第２部分は前記第２の
領域に配置され、前記第１部分は前記第２不純物拡散領域の前記第３不純物拡散領域側に
前記第３不純物拡散領域に離間して配置され、前記第３部分は前記第２不純物拡散領域の
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前記第５不純物拡散領域側に前記第５不純物拡散領域に離間して配置され、前記第１部分
と、前記第２部分と、前記第３部分が連続し、前記第１コンタクトは、前記第２部分に接
するように設けられ、前記第１の電源は前記第３不純物拡散領域および前記第５不純物拡
散領域に接続されていることにより、第１コンタクトに進入したサージ電流による第４不
純物拡散領域の破壊若しくは第４不純物拡散領域の周辺領域における破壊を低減すること
ができる。特に、第１コンタクト直下の第４不純物拡散領域と他の領域とが接している領
域における破壊を防止することができる。
【００１７】
　第１コンタクトが接続された第２導電型の第４不純物拡散領域の第２部分が第２導電型
の第１不純物拡散領域の第２の領域に形成されており、第１コンタクトが接続された領域
とその下の領域が同一の導電型となることから第４不純物拡散領域との第１不純物拡散領
域との境界における破壊が起こりにくくなる。また、第１部分と第３不純物拡散領域との
間、及び、第３部分と第５不純物拡散領域との間にＧＣＤなどを設けることで、第４不純
物拡散領域と第３不純物拡散領域との間の障壁を適切に制御することができる。
【００１８】
　［適用例４］
　上記適用例にかかる半導体装置において、前記第１コンタクトと前記第１の領域とが第
１の配線で接続されていることが好ましい。
【００１９】
　この構成によれば、第１コンタクトと第１の領域が第１の配線で接続されることにより
、第１不純物拡散領域の異なる部分に対して同電位が供給されることになり、第１不純物
拡散領域内で電位差を低減することができ、第１の電源へのルート以外でのサージ電流の
流れを抑制でき、サージ電流による破壊を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】半導体装置の断面の模式図。
【図２】実施例１における半導体装置の平面及び断面の模式図。
【図３】実施例２における半導体装置の平面及び断面の模式図。
【図４】半導体装置の製造過程を示す図。
【図５】従来の半導体装置の製造過程を示す図。
【図６】半導体装置の平面の模式図。
【図７】従来の半導体装置の断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図を用いて本発明の実施形態について説明する。尚、模式図に描かれているもの
は、説明に必要な部分を記載した便宜上のものである。このため、同じものを記載してい
ても図により異なった表記となっている場合があり、形状若しくは各部分の大きさなどを
正しく示しているものではない。例えば、縦横の長さの比率などは図で示した比率と実際
のものでは異なっている場合がある。
【００２２】
　まず、従来のトリプルウェルの構造における、サージ電流を原因とするドレイン領域と
他の領域との境界の破壊について図を用いて説明する。図７－（ａ）に、従来のトリプル
ウェルの構造を有する半導体装置９００の所定部分における断面図を示す。半導体装置９
００は、第１導電型の半導体基板９１０に第２導電型の第１不純物拡散領域９２０が形成
され、第１不純物拡散領域９２０内に浮かぶように第１導電型の第２不純物拡散領域９３
０が形成され、第２不純物拡散領域９３０内に浮かぶように第２導電型の第３不純物拡散
領域９４０、第２導電型の第３不純物拡散領域９４１及び第２導電型の第４不純物拡散領
域９５０が形成されている。
【００２３】
　第４不純物拡散領域９５０にはコンタクト９５３が形成されており、コンタクト９５３
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に第１配線９０１が接続されている。第１配線９０１は、外部端子に接続されるパッド９
０９に繋がる配線である。また、第３不純物拡散領域９４０及び第３不純物拡散領域９４
１の表面にはコンタクト９４８及びコンタクト９４９が形成されており、コンタクト９４
８には第２配線９０２が接続され、コンタクト９４９には第３配線９０３が形成されてい
る。第２配線９０２及び第３配線９０３は図示しない第１電源に接続されている。また、
第３不純物拡散領域９４０と第４不純物拡散領域９５０との間には第１ゲート９６０が設
けられ、第３不純物拡散領域９４１と第４不純物拡散領域９５０との間には第２ゲート９
６１が設けられている。
【００２４】
　ここで、第１導電型をＰ型、第２導電型をＮ型とすると、第１不純物拡散領域９２０は
Ｎ型ウェル、第２不純物拡散領域９３０はＰ型ウェルとなる。即ち、半導体基板９１０、
第１不純物拡散領域９２０及び第２不純物拡散領域９３０が、トリプルウェルの構造を形
成している。また、第１電源はＧＮＤでよい。
【００２５】
　ここで、パッド９０９にサージ電圧がかかると、第２不純物拡散領域９３０と第４不純
物拡散領域９５０との間に存在する寄生ダイオードがアバランシェブレークを起こし、そ
の後に第２不純物拡散領域９３０、第３不純物拡散領域９４０及び第４不純物拡散領域９
５０により構成されるバイポーラＢＰ（図７－（ａ）のＢＰ及び図７－（ｂ））がオンと
なり、バイポーラＢＰを介して第１電源にサージ電流を流すことが可能である。しかしな
がら、バイポーラＢＰがオンになるまでには所定の時間が経過し、その間にコンタクト直
下の第４不純物拡散領域９５０と第２不純物拡散領域９３０との境界付近（図７の×で示
した辺り）が破壊されるおそれがある。尚、図示及び上記説明にないが、上記のバイポー
ラＢＰと同様な動作は、第３不純物拡散領域９４１側でも発生している。
【００２６】
　次に本発明の第１実施形態について説明する。
【００２７】
（第１実施形態）
　図１に、本発明を適用した半導体装置１００の所定部分における断面図を示す。半導体
装置１００は、第１導電型の半導体基板１０に、第２導電型の第１不純物拡散領域２０、
第１導電型の第２不純物拡散領域３０、第２導電型の第３不純物拡散領域４０、第２導電
型の第３不純物拡散領域４１及び第２導電型の第４不純物拡散領域５０が形成されたもの
である。また、第３不純物拡散領域４０と第４不純物拡散領域５０との間には第１ゲート
６０が設けられ、第３不純物拡散領域４１と第４不純物拡散領域５０との間には、第２ゲ
ート６１が設けられている。半導体基板１０、第１不純物拡散領域２０及び第２不純物拡
散領域３０による構造が、トリプルウェルの構造を構成している。尚、上述した従来例と
同様に、ここで、第１導電型をＰ型、第２導電型をＮ型とする。第１不純物拡散領域２０
はＮ型ウェル、第２不純物拡散領域３０はＰ型ウェルである。
【００２８】
　また、第４不純物拡散領域５０の表面にはコンタクト５３が形成されており、コンタク
ト５３に第１配線１０１が接続されている。第１配線１０１は、外部端子に接続されるパ
ッド１０９に繋がる配線である。また、コンタクト５３が設けられている部分の第４不純
物拡散領域５０の直下の領域は、第１不純物拡散領域２０が配置されている。また、第３
不純物拡散領域４０及び第３不純物拡散領域４１の表面にはコンタクト４８及びコンタク
ト４９が形成されており、コンタクト４８には第２配線１０２が接続され、コンタクト４
９には第３配線１０３が形成されている。第２配線１０２及び第３配線１０３は図示しな
い第１電源に接続されている。
【００２９】
　ここで、パッド１０９にサージ電圧がかかると、第２不純物拡散領域３０と第４不純物
拡散領域５０との間に存在する寄生ダイオードがアバランシェブレークを起こし、その後
に第２不純物拡散領域３０、第３不純物拡散領域４０及び第４不純物拡散領域５０により
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構成されるバイポーラＢＰがオンとなり、バイポーラＢＰを介して第１電源にサージ電流
を流すことが可能である。バイポーラＢＰがオンになるまでには所定の時間が経過するが
、コンタクト５３が設けられている部分の第４不純物拡散領域５０の直下は、第４不純物
拡散領域５０と同じ導電型の第１不純物拡散領域２０であることから、第４不純物拡散領
域５０と第１不純物拡散領域２０との境界付近における破壊を防ぐことができる。また、
第１電源はＧＮＤでよい。
【実施例１】
【００３０】
　本実施例は、第１導電型をＰ型、第２導電型をＮ型とする半導体装置２００（ＣＭＯＳ
を構成する出力素子の一部）に適用した例である。図２に、半導体装置２００の一部にお
ける平面図と該平面図のＡ－Ｂにおける断面図とを示す。破線は平面図と断面図との対応
を便宜的に示すものである。尚、本実施例の説明において、半導体装置１００と同様の構
成部分においては、同じ番号を付し、その説明を省略する場合がある。
【００３１】
　半導体装置２００は、それぞれの領域において半導体基板の表面側に不純物の濃度がよ
り高い領域（以降、タップ領域と呼ぶ）が存在する。半導体基板１０におけるタップ領域
８０、第１不純物拡散領域２０におけるタップ領域２１、第２不純物拡散領域３０におけ
るタップ領域３２、第３不純物拡散領域４０におけるタップ領域４２、第３不純物拡散領
域４１におけるタップ領域４３及び第４不純物拡散領域５０におけるタップ領域５１がこ
れに当たる。尚、タップ領域２１とタップ領域５１は第１配線１０１を介して接続されて
いる。また、それぞれのタップ領域を挟むようにして素子分離領域９０が接続されている
。第２不純物拡散領域３０は第１不純物拡散領域２０に浮かぶように形成されており、平
面視した場合において、コンタクト５３の直下の領域は、第１不純物拡散領域２０の一部
の領域であり、第４不純物拡散領域５０が該一部の領域に蓋をするような構造となってい
る。
【００３２】
　第１配線１０１は、パッド１０９に接続されていると共に、対となるＣＭＯＳの一部に
接続される。第１ゲート６０及び第２ゲート６１に繋がる第１信号配線１０４は、図示し
ない回路に接続されている。また、タップ領域３２、タップ領域４２及びタップ領域４３
は、ＧＮＤに接続されている。
【００３３】
　第１配線１０１がタップ領域２１及びタップ領域５１に接続されていることから、パッ
ド１０９にサージ電圧がかかった場合でも第１不純物拡散領域２０内は同電位に保たれる
。この構造により、第４不純物拡散領域５０と第１不純物拡散領域２０との境界付近でサ
ージ電流による破壊が起こるのを防ぐことができる。サージ電圧が正電圧の場合は、第４
不純物拡散領域５０と第２不純物拡散領域３０の間の寄生ダイオードがアバランシェブレ
ークとなった後、第２不純物拡散領域３０、第３不純物拡散領域４０及び第３不純物拡散
領域４１を介してＧＮＤにサージ電流が流れることになる。また、サージ電圧が負電圧の
場合には、第４不純物拡散領域５０と第２不純物拡散領域３０との間の寄生ダイオードに
おいて順方向に電流が流れることになり、タップ領域３２から第４不純物拡散領域５０に
対してサージ電流が流れることになる。
【００３４】
　尚、タップ領域２１、タップ領域３２、タップ領域４２、タップ領域４３及びタップ領
域５１、タップ領域８０の表面にはシリサイド５２が形成されている。シリサイド５２が
形成されていることにより電流路における抵抗値を低減することができる。
【実施例２】
【００３５】
　本実施例は、第１導電型をＰ型、第２導電型をＮ型とする半導体装置３００（ＥＳＤ素
子）に適用した例である。図３に、半導体装置３００の一部における平面図と該平面図の
Ａ－Ｂにおける断面図とを示す。破線は平面図と断面図との対応を便宜的に示すものであ



(9) JP 5849670 B2 2016.2.3

10

20

30

40

50

る。本実施例の説明においても、半導体装置１００若しくは半導体装置２００と同様の構
成部分においては、同じ番号を付し、その説明を省略する場合がある。
【００３６】
　本実施例において、第１ゲート６０は第２配線１０２に接続されている。また、第２ゲ
ート６１は第３配線１０３に接続されている。第１ゲート６０及び第２ゲート６１がＧＮ
Ｄに接続されていることで第４不純物拡散領域５０と第３不純物拡散領域４０との間の障
壁は適切に維持される。半導体装置３００はＥＳＤのためだけの素子であり、第１配線１
０１は、他の入出力素子に接続されることになる。他の構造は半導体装置２００と同じで
ある。この構造により、第４不純物拡散領域５０と第１不純物拡散領域２０との境界付近
でサージ電流による破壊が起こるのを防ぐことができる。
【００３７】
　サージ電圧が正電圧の場合は、第４不純物拡散領域５０と第２不純物拡散領域３０の間
の寄生ダイオードがアバランシェブレークとなった後、第２不純物拡散領域３０、第３不
純物拡散領域４０及び第３不純物拡散領域４１を介してＧＮＤにサージ電流が流れること
になる。また、サージ電圧が負電圧の場合には、第４不純物拡散領域５０と第２不純物拡
散領域３０との間の寄生ダイオードにおいて順方向に電流が流れることになり、タップ領
域３２から第４不純物拡散領域５０に対してサージ電流が流れることになる。
【００３８】
（第２実施形態）
　本実施形態は、半導体装置２００若しくは半導体装置３００の製造方法について説明す
るものである。尚、本実施形態の説明において、第１実施形態で説明した半導体装置の構
成要素と同じ若しくは同等の構成要素については同じ番号を付与し、その説明は省略する
場合がある。
【００３９】
　はじめに、図４及び図５を用いて、従来及び本発明の半導体装置の製造方法について説
明する。図４及び図５で示したのは、図２若しくは図３で示したのと同じ位置における断
面図である。
【００４０】
　まず、第１導電型の半導体基板１０の第１の面の表面に複数の素子分離領域９０を形成
する（図４－（ａ））。ここで、複数の素子分離領域９０は、第１素子分離領域９１及び
第２素子分離領域９２を含む。
【００４１】
　次に、第１素子分離領域９１に囲まれる領域にイオン注入などの処理を行い、第１不純
物拡散領域２０を形成する（図４－（ｂ））。
【００４２】
　次に、第２素子分離領域９２に囲まれる領域を残してレジスト９３を形成し、イオン注
入を行うことで第２不純物拡散領域３０を形成する（図５－（ａ））。
【００４３】
　更に工程が繰り返され、第２不純物拡散領域３０内に、第３不純物拡散領域４０、第４
不純物拡散領域５０、第１ゲート６０及び第２ゲート６１などが形成される。また、素子
分離領域９０で覆われていない領域にはより濃度の高いタップ領域が形成される（図５－
（ｂ））。
【００４４】
　続いて、本発明にかかる半導体装置の製造方法について説明する。
【００４５】
　まず、第１導電型の半導体基板１０の第１の面の表面に複数の素子分離領域９０を形成
する（図４－（ａ））。
【００４６】
　次に、第１素子分離領域９１に囲まれる領域にイオン注入を行い、第１不純物拡散領域
２０を形成する（図４－（ｂ））。
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【００４７】
　次に、第２素子分離領域９２に囲まれる領域の中の、第１不純物拡散領域２０の表面の
一部の領域を残してレジスト９４を形成し、イオン注入を行うことで第２不純物拡散領域
３０を形成する（図４－（ｃ））。ここで、第１不純物拡散領域２０の表面の一部の領域
以外の領域は、後の工程でコンタクト５３が形成される領域である。
【００４８】
　更に工程が繰り返され、第２不純物拡散領域３０内に、第３不純物拡散領域４０、第４
不純物拡散領域５０、第１ゲート６０及び第２ゲート６１などが形成される。また、素子
分離領域９０で覆われていない領域にはより濃度の高いタップ領域が形成される（図４－
（ｄ））。
【００４９】
　図６に半導体装置２００若しくは半導体装置３００の図４－（ｄ）の工程後における平
面図を示す。図６においては、半導体装置２００若しくは半導体装置３００の表面におけ
る第１不純物拡散領域２０、第２不純物拡散領域３０、第３不純物拡散領域４０、第３不
純物拡散領域４１及び第４不純物拡散領域５０の配置を破線で示している。第４不純物拡
散領域５０のコンタクト５３が形成された部分の下は第２不純物拡散領域３０が形成され
ておらず、第１不純物拡散領域２０が形成されている。
【００５０】
　本実施形態で示すように、本発明にかかる半導体装置の製造方法と従来の半導体装置の
製造方法の違いは、形成されるレジスト９３とレジスト９４の形の違いのみである。よっ
て、製造設備などの大きな変更を行うことなく本発明にかかる半導体装置を製造すること
が可能である。
【００５１】
　以上、本発明の実施形態並びに適用例の説明を行ったが、本発明の適用は上述した記載
内容に限られるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない範囲において広く適用が可能で
ある。たとえば、本実施形態においては第１導電型をＰ型、第２導電型をＮ型としたが、
第１導電型をＮ型、第２導電型をＰ型として適用させることも可能である。
【符号の説明】
【００５２】
　１０…半導体基板、２０…第１不純物拡散領域、２１…タップ領域、３０…第２不純物
拡散領域、３２…タップ領域、４０…第３不純物拡散領域、４１…第３不純物拡散領域、
４２…タップ領域、４３…タップ領域、４８…コンタクト、４９…コンタクト、５０…第
４不純物拡散領域、５１…タップ領域、５２…シリサイド、５３…コンタクト、６０…第
１ゲート、６１…第２ゲート、８０…タップ領域、９０…素子分離領域、９１…第１素子
分離領域、９２…第２素子分離領域、９３…レジスト、９４…レジスト、１００…半導体
装置、１０１…第１配線、１０２…第２配線、１０３…第３配線、１０９…パッド、２０
０…半導体装置、３００…半導体装置、９００…半導体装置、９０１…第１配線、９０２
…第２配線、９０３…第３配線、９０９…パッド、９１０…半導体基板、９２０…第１不
純物拡散領域、９３０…第２不純物拡散領域、９４０…第３不純物拡散領域、９４１…第
３不純物拡散領域、９４８…コンタクト、９４９…コンタクト、９５０…第４不純物拡散
領域、９５３…コンタクト、９６０…第１ゲート、９６１…第２ゲート。
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